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【緒言】ガスクラスターイオンビーム(GCIB)援用蒸着法

は，基板上に堆積させた蒸着粒子にガスクラスターイオ

ンビームを照射することで薄膜を合成する手法である 

[1]．本手法では，製膜時にガスクラスターイオン加速電

圧とガスクラスター源供給量を変更することが可能で

ある．本研究では，アモルファス炭素膜を GCIB 援用蒸

着法により Si 基板上に堆積した.ガスクラスターイオン

加速電圧とガスクラスター源供給量が膜中の炭素の結

合状態にどのような変化をもたらすかを，原子が有する

価電子のエネルギー状態に関する情報を得る分析手法

である軟 X 線発光分光分析により明らかにした． 

【実験】GCIB 援用蒸着法により，3 種類のアモルファ

ス炭素膜(Sample 1,2, 3)を Si (100)基板上に堆積した.ガス

クラスター源にはアルゴンを用い，ガスクラスターイオ

ン加速電圧 Vacc と炭素原子供給量に対するアルゴン原子

供給 Ar/C を変更した. Sample 1 の作製条件を基準として, Vacc を変更した Sample2 と Ar/C を変更

した Sample 3 をそれぞれ作製した.軟 X 線発光分光分析はフィールドエミッション電子プローブ

マイクロアナライザ(FE-EPMA；JEOL JXA-iHP200F)に搭載された軟 X 線分光器を用いた. 比較の

為にダイヤモンドとグラファイト基板について同条件で分析を行った. 

【結果及び考察】図 1にGCIB援用蒸着法により，Si基板上に堆積したアモルファス炭素膜のC-K

（二次光）スペクトルを示す．ガスクラスターイオン加速電圧 Vacc を変更しても，スペクトルに

顕著な変化は見られなかった。Ar/C を変化させると，276 eV 付近の sp2-結合由来のスペクトル

および 282 eV 付近の結合由来のスペクトルが顕著になった．これは，Ar/C を変化させると， 

膜中の sp2混成炭素比率が増加したことを示している． 
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図 1 得られた C-Kα スペクトル， 
(a)(b)(c)GCIB 援用蒸着法で堆積した
アモルファス炭素膜 (Sample 1-3)， 
(d)ダイヤモンド, (e)グラファイト 
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